
他又说"可以设想有这么一个世界性 对某一想法的情况。 "

的专利检索中心……由于有卫星通讯、计算 摘译自 Microwaves ， 1967 (July) , 6，油 7 ， 7 

机化的电路，读者可在几小时内弄清世界上

激光加速了集成电路辐射问题的解决

由于利用激光来模拟 γ 射线，这就加速

了双向集成电路中瞬时辐射问题的解决。

该项工作正由美帝汤普森·拉莫·伍尔

德里奇公司微型电子学研究和发展分部的唐

麦克威廉斯 (Don McWi1liams) 进行。

他说，利用 Q 开关铁激光器后所创造

的条件，使确定瞬时辐射情况较以往容易。

因而就有可能研究克服集成电路的设计者和

生产者所遇到的瞬时问题的技术。

激光器比之标准闪光 X 射线机，其主要

优点在于降低了购置试验设备以及对元件和

电路进行测试时的费用。

该公司指望，在一年之内，由使用激光

系统所获得的知识，将使它能生产比目前出

售的集成电路具有更大噪声边限的集成电

路。

该公司正在研究两种消除瞬间辐射困难

的方法。它们对军事和空间计划都很有价

值。

其中的一种包括改良介质的绝缘性、使

用金属陶瓷电阻器以及引入小的 高频晶 体

- 管。
第二种方法是利用"很薄的晶体管"来发

展小的绝缘的门场装置。

第一项工作是消除基底电流，但同时也

消除了封锁的可能性，因为对于开关效应不

存在四层结构。这也将消除扩散电阻器中的
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一次光电流。

为了消除基底电流，建议使用金属陶瓷

电阻器，因为金属陶瓷的光电流问题可以忽

略。

此外，还应制成高频晶体管。但这不能

去除收注栅结基底上的次生光电流。

这些成分、电介质绝缘性的增进以及互

补逻辑 PNPjNPN 的利用，因而有希望补

偿这种瞬时辐射效应;

正在研究的第二种技术中，绝缘的小门

场装置的使用，将意味着恰克拉斯基硅材料

发展到了 3 微米以下的厚度。

通过仔细控制的电介质绝缘，这些装置

的结就比普通的 MOS 结构的那些结小 20

倍。

由于 MOS 不具电流放大作用，因此集

成电路中可能产生次生电流。

为了达到发展更稳定的门这一目的，该

公司目前在研究几种新的门材料。

还将使用互补结构，而且在第一级近似

条件下，这些电路将与电路中可能出现甚么

样的光电流没有关系。

据估计，该公司能制成这种低噪声集成

电路的时间至少还得一年。

译自 Electron. News, 1967 (July 24) , 12, M 610. 
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